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Sección 1: ejercicios de estudio. Enunciados. 

Configuraciones y propiedades básicas 

1.-Transistores BJT 

 

Nota: Todos los problemas están extraídos del texto base (Malik). En consecuencia, la numeración seguida se 

corresponde con la usada en dicho texto. Algunos enunciados han sido cambiados ligeramente. 

 

 

P4.1.- (4.11 Malik) Dibujar las curvas características de salida en emisor común del primer cuadrante para un 

transistor con parámetros F=10 y VCE,sat=0.1V. Utilizar incrementos de 1 mA en la corriente de base para la 

representación de las curvas. 

 

 

P4.2.- (4.13 Malik) Suponiendo que el transistor del circuito de la figura 4.13a tiene las curvas características 

de salida de la figura 4.13b, utilizar el método de la recta de carga para obtener los valores de la corriente de 

colector y la tensión colector-emisor en los siguientes casos 

a) iB=0.04mA 

b) iB=0.1mA 

c) iB=0.085mA 

 
  

 

  Figura 4.13a      Figura 4.13b 

 

 

 

P4.3.- (4.21 Malik) Para los transistores del circuito de la figura P4.21, 

tome la ganancia =99. 

a) Utilizar el modelo activo para obtener los valores de la corriente de 

colector y las tensiones de emisor, colector y base de cada 

transistor. 

 

b) Representar cada punto Q en un sistema de coordenadas vCE-iC 
 

 

 

 

 

 

 

i
B
 = 0,07mA 

i
B
 = 0,04mA 

v
CE

 (voltios) 

FIGURA P4.21 
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P4.4.- (4.26 Malik) Utilizar el análisis de ganancia () infinita para 

obtener el punto de funcionamiento de cada uno de los transistores de 

la figura P4.26. Obtener cada punto de trabajo Qi (ICQi, VCEi). 
 

 

 

P4.5.- (4.34 Malik) En el circuito de la 

figura P4.33, puede suponerse que el 

transistor opera en zona activa directa y 

el diodo conduce. Comprobar ambas 

suposiciones empleando el modelo 

equivalente del circuito. En caso de ser 

necesario, exponer claramente cualquier 

contradicción que se encuentre. 

    

 

 

P4.6.- (4.44 Malik) En la figura P4.44, el transistor se encuentra operando en la zona activa directa con los 

valores de  y VCE indicados para una temperatura de 27oC.  

 

a) Utilizar el circuito equivalente del transistor para obtener el punto 

Q a esa temperatura, sabiendo que el cambio de la ganancia  con 

la temperatura T responde a la siguiente ley de variación: 

( ) ( )

XTB

R

R

T
T T

T
 

 
  

 
 

 en donde TR es la temperatura de referencia de 27ºC. 

 

b) Utilizar las reglas de variación de temperatura para calcular los nuevos parámetros del modelo a 60oC y 

recalcule el punto de trabajo Q en este caso. ¿Cuál es en este caso la zona de trabajo del transistor? 

 

c) Repetir el cálculo del apartado anterior en el caso de que la temperatura sea de -25oC 

 

 

FIGURA P4.26 
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2.-Transistores MOSFET 

 

 

 

P4.7.- (5.10 Malik) Hallar el punto de trabajo Q del transistor en el 

circuito de la figura P5.10.  

 

 

 

 

 

P4.8.- (Ejemplo 5.12 Malik) Hallar el punto de trabajo Q para el transistor de la 

figura 5.26a  

 

 

 

P4.9.- (5.26 Malik) Un MOSFET de canal p tiene como parámetros: 

Vt = -2V y k = -3mA/V2. 

a)  Indicar razonadamente si es un dispositivo de acumulación o de deplexión. 

b) Representar las características de entrada y salida así como la función de    

transferencia. 

 

P4.10.- (Ejercicio 5.4, y ejemplo 5.4, Malik)   

a) Determine el punto de trabajo Q (ID, VDS) del transistor de deplexión de la figura 5.12(a). 

b) En el circuito de la figura 5.12(b), halle el valor de la tensión continua que cae en el resistor y el punto de 

trabajo Q del transistor. 

 
 

 

k = -1 mA/V
2

 

V
t 
= -1 V 
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3.-Circuitos de polarización 

 

P4.11.- (6.17 Malik)  En los circuitos de la figura 4.11, el transistor tiene  =40. Diseñe cada circuito para que 

esté polarizado en Q = (VCEQ, ICQ) = (5V, 0.5 mA). Para el caso del circuito (c) la condición adicional es que RC 

soportará 3 V. 

 
FIGURA 4.11 

 

 

P4.12.- (6.24 Malik) La figura 4.12 muestra un circuito de polarización y las características de salida del 

transistor. 

 

a) Mediante la recta de carga, halle el valor necesario de RB para situar al transistor cerca de VCE = 2.5 V 

suponiendo VBE = 0.7 V. 

 

b) Suponga que VBE cambia a razón de -2mV/ºC pero las características de salida no cambian. Si la 

temperatura sube a 75ºC, halle el nuevo valor de la corriente de base. ¿Cómo cambiaría el punto Q en la 

línea de carga? 

 

                    FIGURA 4.12 
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FIGURA 4.13
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P4.13.- (6.24 Malik) Polarizar el transistor de la figura 4.13 en Q = (-3V, -2.5mA), haciendo que la caída de 

tensión en Rs sea de 3 V. 

 

P4.14.- (6.50 Malik)  

a) Diseñar una fuente de corriente MOS como la de la figura P4.14 que dé 0.2mA de corriente de salida con 

una alimentación de 17 V. Los parámetros del transistor son k=0.310-3 A/V2 y Vt = 1.1V. 

b) Hallar la tensión mínima de salida 

c) Calcular la resistencia de salida de la fuente si la tensión Early del transistor es 110 V. 

d) Determinar el valor de IO utilizando ro cuando la tensión en la salida de la fuente es 12 V. 
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Sección 2: ejercicios complementarios. Enunciados 

 
C1.- Considerando el transistor polarizado como muestra la figura, calcular: 

 

 

 

 

 

a) El máximo valor que debe tener R para que el diodo trabaje en la 

zona Zener. 

b) El punto de trabajo del transistor para R=10kΩ y R=500 kΩ.  

 

 

C2.- A partir del análisis del circuito de la figura y de la gráfica adjunta, responda a las preguntas que se 

formulan. 

a) Obtenga el modelo en continua, y el valor de los parámetros del transistor de la figura para el 

funcionamiento en la región activa directa y en saturación.  

Parámetros: V,  rD , F , VCEsat-min,  rCEsat , r0 

b) Suponiendo que el transistor es ideal, esto es: rD  0, rCEsat  0, VA  ∞; obtenga el punto de trabajo del 

circuito de la figura. 

Datos: VCC =12V, R1= 2k, R2 = 2k, RC = 2k, RE = 1k 

                               

R1

R2

RC

RE

VCC

 
 

 

 

C3.- Dado el circuito de la figura y la característica de salida de la figura siguiente, se pide: 

a) Obtener a partir de la figura los parámetros del transistor: k, Vt y VA (tensión Early). Calcúlese a partir de 

los valores obtenidos anteriormente el valor de ro. 

b) Obténgase el punto de funcionamiento del transistor de la figura 2 suponiendo que no existe efecto Early. 

Datos:  

VBE =0.6V VCC = 15V 

VCEsat = 0.2V RE = 1kΩ    

 = 99, VZ = 5.6V  

 IZmin = 0.1mA 

D

R

RE

VCC
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R1

R2

R3

VDD

 
 

Datos: R1=20k;  R2=10K;  R3=1K;  VDD=12V. 

 

 

 

 

 

C4.- Calcúlese el punto de funcionamiento del transistor de la 

figura adjunta (derecha): 

 

 

 

 

 

C5.- Dado el circuito de la figura adjunta (izquierda) obtener el 

punto de funcionamiento de ambos transistores y el valor de la 

tensión de salida en continua Vo. 

 

 

 

 

 

C6.- En el circuito de la figura adjunta (derecha), y con 

los datos que se indican para los transistores, 

obténgase el valor de VO  e indíquese la zona de 

funcionamiento de ambos para los valores: 

 

a) Vi   = 7 V 

b) Vi  = -5 V 
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C7.- En el circuito amplificador autopolarizado de la figura siguiente se pide: 

 
a) Calcúlese el punto de trabajo si T = 25ºC 

b) Obténgase la variación relativa de la corriente de colector (IC) a 50ºC a partir del estudio de la 

sensibilidad del circuito. 
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C9.- A partir del análisis del circuito de la figura siguiente, y suponiendo que Q1 está en zona activa y Q2 en 

saturación, respóndase a las siguientes preguntas:  

a) Punto de polarización  de los transistores. 

b) Parámetros del modelo en pequeña señal. 

c) Circuito equivalente en pequeña señal. 

d) Expresión literal y valor de la ganancia de 

tensión (vo/vi). 

e) Expresión literal y valor de la impedancia de 

entrada, Zi. 

f) Expresión literal y valor de la impedancia de 

salida del circuito, Zo. 

 

 

 

  
Datos: Q1: VBE = 0.5V, F = 160, VCEsat = 0.2V, VAF =100V  vi = A sen (t) 

 Q
2
: Vt =2V, k1 =1 mA/V

2

, VA = 100V  C  ∞ 
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